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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Випромінювання світла в халькогенідних монокристалах систем Ga–In(La)–S та склоподібних сплавах
утворених бінарними халькогенідами Ag2S(Se), HgS, Ga(La)2S(Se)3, GeS2 легованих ербієм

2. Light emission in chalcogenide single crystals of Ga–In(La)–S systems and glassy alloys formed by binary
erbium-doped chalcogenides of Ag2S(Se), HgS, Ga(La)2S(Se)3, GeS2

Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню закономірностей впливу компонентного складу, дефектоутворення, -
опромінення, температури на процеси поглинання, механізми випромінювання у халькогенідних
монокристалах і склоподібних сплавах легованих ербієм. Проаналізовано вплив модифікуючих та легуючих
домішок на оптичні властивості халькогенідів. Встановлено механізми збудження, випромінювальної /
безвипромінювальної релаксації випромінюючих центрів та досліджено нелінійно-оптичні властивості у
халькогенідних склоподібних сплавах. На основі моделі енергетичних рівнів в іонах Er3+ проілюстровано
шляхи переходу іонів Er3+ у збуджені стани та виникнення ФЛ внаслідок безвипромінювальної релаксації зі
збудженого стану вищої енергії або / та кросрелаксаційних процесів між сусідніми іонами ербію. Виявлено
високу чутливість ФЛ випромінювання до температурних змін в халькогенідних стеклах та радіаційну
стійкість щодо -опромінення в монокристалічних халькогенідах. Встановлено, що радіаційно-індуковані



дефекти в склоподібних сплавах Er2S3–Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2 впливають на ФЛ властивості, обумовлюють
зміну механізму виникнення збуджених станів та випромінювальну релаксацію в іонах Er3+.
Експериментальні результати ЕПР досліджень та їх теоретичний аналіз свідчить, що зміна концентрації
парамагнітних центрів від часу відпалу обумовлена рухом вакансій та релаксацією склоутворюючої матриці.
Доведено, що в досліджених склоподібих сплавах γ-індукованими парамагнітними центрами є Ga-VS.

2. The thesis is devoted to the studying the patterns of influence of component composition, defect formation, -
irradiation, and temperature on absorption processes, emission mechanisms in chalcogenide single crystals and
erbium-doped glassy alloys. The influence of modifying and doping impurities on the optical properties of
chalcogenides is analyzed. The study of the optical absorption spectra of the erbium-doped chalcogenide
semiconductors showed that the narrow absorption bands, which are associated with transitions of Er3+ ions in
the f-shell, appear in the impurity absorption region. It is established of excitation mechanisms, emitting / non-
emitting relaxation of emission centers and the study of nonlinear optical properties in chalcogenide glassy alloys.
The model of energy levels in Er3+ ions denote the ways of transition of Er3+ ions into the excited states and
occurrence of photoluminescence due to non-emitting relaxation from the excited state of higher energy and / or
cross-relaxation processes between neighboring erbium ions. It was found the high sensitivity of
photoluminescence emission to the temperature changes in chalcogenide glasses and radiation resistance to -
irradiation of single crystals. The radiation-induced defects in the glassy alloys of Er2S3–Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2
affect the photoluminescence properties, cause a change in mechanism of occurrence of excitation states and
emitting relaxation in Er3+ ions. Experimental results of EPR and theoretical analysis show that the change in
concentration of paramagnetic centers from time of annealing is stipulated by the movement of vacancies (fast
component) and relaxation of glass-forming matrix (long-term component). It is proved that -induced
paramagnetic centers in the glassy alloys under study are Ga-VS.
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